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Tranzystorowy uklad sterowania pompy diodowej
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Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowy uktad
do dostarczania tadunkéw elektrycznych kondensa-
torom pompy diodowej w celu otrzymania na jej
wyjsciu napigcia lub pradu stalego zaleznego od
liczby impulsow na wejsciu.

Jak wiadomo zadaniem ukladu sterujacego pompeg
diodowq jest natadowanie szeregowo polgczonych
kondensatoréw: dawkujgcego i zbiorczego w czasie
nie dluzszym od czasu trwania impulsu sterujqcego
oraz szybkie roztadowanie kondensatora dawkujgca-
go po zakonczeniu kazdego impulsu, konieczne do
uzyskania krotkiego czasu rozdzielczego.

Dotychczas do sterowania pompy diodowej
w urzqdzeniach tranzystorowych stosuje sie uklady
kluczujace, w ktorych wejscie pompy diodowej po-
laczone jest bezposrednio z tranzystorem kiuczuja-
cym. Warunki pracy ukladu dobiera sie¢ tak, aby
tranzystor znajdowal si¢ w stanie zatkania w.czasie
trwania impulsu, wtedy nastepuje ladowanie kon-
densatorow dawkujqcego i zbiorczego napigciem
zasilajacym przez opornik tranzystora kluczujacego
i w stanie nasycenia po zakoiiczeniu impulsu, dzieki
czemu przez tranzystor ten nastepuje szybkie roz-
tadowanie kondensatora dawkujacego.

Wada tych ukltadow jest bardzo mala sprawnosé¢
energetyczna. Do sterowania pompy diodowej uzy-
wa si¢ impulsow o malym wypelnieniu w zwigzku
z czym prawie cala pobrana ze Zrédla zasilania
energia tracona jest w oporniku tranzystora klu-
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czujgcego w czasie przeplywu prgdu nasycenia
tego tranzystora.

Wynalazek ma na celu usunigcie tej wady. Osia-
ga sie to przez zastosowanie dodatkowego tranzys-
tora przyspieszajgcego rozladowanie kondensatora
dawkujacego, co umozliwia sterowanie pompy dio-
dowej napigciem wystepujgcym na oporniku tran-
zystora kluczujacego a nie, jak dotychczas, napie-
ciem wystepujacym na tranzystorze kluczujqcym.

Na rysunku podany jest przyklad wykonania
tranzystorowego ukladu sterowania pompy diodo-
wej wedlug wynalazku, na ktorym A oznacza uklad
sterowania, a B pompe diodowa.

Rownolegle do wejscia pompy diodowej wlaczony
jest tranzystor T2 przy jednoczesnym wiaczeniu dio-
dy D;1 rownolegle do zlacza emiterowego tego tran-
zystora tak, ze kierunek przewodzenia diody Di
jest przeciwny do kierunku przewodzenia zlgqcza
emiterowego a miedzy baza i kolektorem tranzystora
T2 znajduje sie opornik Rg stanowigcy w potaczeniu
z tranzystorem T; znany uklad kluczujgcy.

Ujemny impuls sterujacy przylozony na baze tran-
zystora T: powoduje odetkanie tego tranzystora,
uprzednio zatkanego napieciem -+Up przylozonym
na baze przez opornik R;. Odetkanie tranzystora T
rozpoczyna proces ladowania napieciem U, przez
tranzystor Ti1 oraz diody D; i D2 kondensatoré6w
pompy diodowej: dawkujacego C; i zbiorczego Ca.
Tranzystor T2 jest w tym czasie zatkany napieciem
panujagcym na diodzie D;. Amplituda impulsu ste-
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rujacego dobrana jest tak, aby praktycznie catko-
wite naladowanie kondensatorow C; i Cz nastepo-
walo w czasie nie dluzszym od czasu trwania im-
pulsu. Z chwilg zakonczenia impulsu sterujgcego
tranzystor Ty powraca do stanu zatkania, dioda Di
nie przewodzi praqdu, a kondensator dawkujgcy Ci
zaczyna sig rozladowywac przez zlacze emiterowe
tranzystora Tz, opornik Rg i diode D3. Prad plynacy
przez zljcze emiterowe tranzystora Tz odtyka ten
tranzystor powodujac powstanie P razy wigkszego
pradu kolektora, gdzie B oznacza zwarciowy wspot-
czynnik wzmocnienia pradowego tranzystora. W efek-
cie roztadowanie kondensatora dawkujacego C; od-
bywa sie¢ w przyblizeniu tak jak w obwodzie. z opor-
nikiem liniowym o opornosci B razy wiekszej od Ra.

Opisany tranzysterowy uklad sterowania pompy
diodowej . pozwala na uzyskanie podobnych jak
w dotychczas stosowanych ukladach czasow roz-
dzielczych przy kilkunasto do kilkudziesigciokrot-
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nie mniejszej mocy pobieranej ze zradla zasilania.
Tak samo jak w ukladach dotychczas stosowanych
zmiana kierunku przewodzenia obydwu diod D; i D2
pompy diodowej nie wplywa na poprawne dziala-
nie ukladu.

Zastrzezenie patentowe

Tranzystorowy uklad sterowania pompy diodowej
zawierajacy tranzystorowy uklad kluczujacy zna-
mienny tym, ze ma wlaczony rownolegle do wejscia
pompy diodowej tranzystor (T2) oraz diode (Di)
wlqczonag rownolegle do zlacza emiterowego tego
tranzystora tak, ze kierunek przewodzenia diody
(D1) jest przeciwny do kierunku przewodzenia zla-
cza emiterowego, a miedzy baza i kolektorem tran-
zystora (T2) znajduje sie opornik (Rgz) stanowigcy
w polaczeniu z tranzystorem (Ti) znany uktad klu-
czujacy.
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Zaklady Karlograficzne, Wroctaw, zam. 356, naklad 290 egz.
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